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M-Power 2A

( M-Power 2A )

�路��

DC/DC: 95.3% (DC input: 385V，output: 24V
PFC+DC/DC: 88.4% (AC100V), 90.7% (AC200V)

M-Power 2A series
Type Name MOSFET(Q1) MOSFET(Q2) Control IC

VDS RDS(on) VDS RDS(on) VCC(on) Tj(on)

[V] [Ω] [V] [Ω] [V] [℃]
MP2A5038 0.38 0.38
MP2A5060 0.68 0.68
MP2A5077 500 0.77 500 0.77
MP2A5100 1 1 16.5 125to 150
MP2A5135 1.35 1.35
MP2A2010 250 0.1 250 0.1
MP2A2013 0.125 0.125
Package : SIP-23

M-Power 3A series
Type Name MOSFET(Q1) MOSFET(Q2) Control IC

VDS RDS(on) VDS RDS(on) VCC(on) Tj(on)

[V] [Ω] [V] [Ω] [V] [℃]
MP3A5060 500 1 500 0.6 16.5 125to 150
MP3A5038 500 0.77 500 0.38 16.5 125to 150
Package : SIP-23
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���源用富士新型智能功率器件
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多芯片功率器件
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超�FAP-G系列 下一代MOSFET FAP-E3 系列

������������������超�FAP-G系列

(VDS＝100～900V)

Quasi-Plane-Junction准平面�合件

采用准平面�合��RDS(on)和��荷特性 ,

FOM:RonQgd�少到以往�品的1/2

Drain

SourceGate

CGD

Drain

SourceGate

CGD

��������特性
● �少�机�失 �������������������
 →比以往�品降低75%(600V�格)

 →�����������������������������������������
● �少��荷(Qg) ����������������������
 →比以往�品降低60%(600V�格)
 →���������������������������������������
● 高雪崩耐量 ���������������������������
 →改善在高温度下的雪崩耐量

 →�������������������������������������������
● RDS(on)相同的情况下,封装更小.

������������������������������������ 
 →600V/0.75ohm/TO-3P ⇒ 600V/0.65ohm/TO-220

������������������ ���������������
�����������

�������

低�失、低噪音 易用性

�境保�

����平面型下一代�效�管的系列化
�����������������������������

��������特性
● 同�具有低�失和低噪音特性

● 低�通�阻特性

● ��� DV/DT的���阻控制性�好

● ��� VGS的激震�小

● ��域���� ±0.5V
● 峰�容量高 , 不易�坏

● ����������������������
● ��������������������������������
● ����������������������������������������
�������������������������������
● ���������������������������������������
● �����������������������������
● ��������������������������������������������

Type Name VDSS ID VGS(th) RDS(on) Package Note
max.

[V] [A] [V] [Ω]

FM[ ]05N50E 5 1.5
TO-220AB,TO-220F,
T-Pack(L),T-Pack(S)

Under Develipment

FM[ ]07N50E 6.5 0.85
TO-220AB,TO-220F,
T-Pack(L),T-Pack(S)

Under Develipment

FM[ ]08N50E 7.5 0.79
TO-220AB,TO-220F

Under Develipment

FM[ ]12N50E 500 12 3±0.5V 0.52
TO-220AB,TO-220F,
T-Pack(L),T-Pack(S)

Under Develipment

FM[ ]16N50E 16 0.38
TO-220AB,TO-220F,
T-Pack(L),T-Pack(S)

FM[ ]20N50E 20 0.31
TO-220AB,TO-220F,
T-Pack(L),T-Pack(S)

FM[ ]23N50E 23 0.245
TO-220F,TO-3P(Q),
TO-3PF

Under Develipment

FM[ ]28N50E 28 0.19
TO-3P(Q),TO-3PF

Under Develipment

FM[ ]03N60E 3 2.3
TO-220AB,TO-220F,
T-Pack(L),T-Pack(S)

Under Develipment

FM[ ]05N60E 5.5 1.3
TO-220AB,TO-220F,
T-Pack(L),T-Pack(S)

Under Develipment

FM[ ]06N60E 6 1.2
TO-220AB,TO-220F

Under Develipment

FM[ ]10N60E 10 0.79
TO-220AB,TO-220F,
T-Pack(L),T-Pack(S)

Under Develipment

FM[ ]11N60E 600 11 3±0.5V 0.75
TO-220AB,TO-220F,
T-Pack(L),T-Pack(S)

Under Develipment

FM[ ]13N60E 13 0.58
TO-220AB,TO-220F,
T-Pack(L),T-Pack(S)

FM[ ]16N60E 16 0.47
TO-220AB,TO-220F,
T-Pack(L),T-Pack(S)

FM[ ]19N60E 19 0.36
TO-220F,TO-3P(Q),
TO-3PF

Under Develipment

FM[ ]23N60E 23 0.28
TO-3P(Q),TO-3PF

Under Develipment

[ ] : Package type
P : TO-220AB
A : TO-220F
I : T-Pack(L)
C : T-Pack(S)
H : TO-3P(Q)
R : TO-3PF

下一代MOSFET的基本概念 ��������������

向全球推出��“高性能（低�失、低噪音特性）”和提高“易用

性”的 平面型功率�效�管,通�提高从��到成品的�合性能

和功率,��境保�技�做出�献

�����������������������������������������������������
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● 内置 500V耐���元件 , ��荷� , 通��低 PWM�率 ,

  ��无�荷� , �入功率�� 0.1W
● 下列三�型号的 PWM�率

 FA5526/27/28 : 130/100/60kHz��荷�定
 FA5536/37/38 : 130/100/60kHz��荷自�恢�
● MOSFET��能力� ( �出段高� 16Ω, 低� 5Ω) 可在

  200W 回��源中使用
● VCC工作��范�是 10～26V, 允��助�圈上不使用

  串���器
● MOSFET的�流限制� 0.5V, 快�抵抗�失低
● 具有���功能 ( ����可�整 )

● ��荷保� ( 以上��方式 , 也可做延���的�整 )

● VCC�定 28V具有定����保�功能

● 具有 8PIN封装 (DIP/SOP)

● �用

 个人���源�配器 , 液晶�示器 / TV用 AC-DC�源

● �����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������
● ��������������������������������������������
� ��������������������������������������
� ����������������������������������������������
● ������������������������������������������Ω�����������
���������Ω������������������������������������������
● �������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
● ���������������������������������������������
���������������������������������
● ��������������������������������������������
● �����������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������
● �������������������������������������������������
�������������������
● �������������������������

● ������������
� ���������������������������������������������������

��������������������

��������������������用�路

富士低待机能耗PWM IC

��������������������������
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高�SBD和�恢�LLD

�����������������������������正向特性

��������品系列

������������������恢�LLD
(300, 400V LLD)

放射噪音�价

300V, 400V�恢�LLD系列
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通�低噪音和低峰���,���路�化
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）℃52=aT（
　

epyt eciveD

gnitar mumixaM
 

 gnitar lamrehT scitsiretcarahC lacirtcelE egakcaP teN

V MRR oI  
1＊ I 2＊MSF

gtsT dna jT 
V MF I 3＊MRR  rrt

4* ）c-j（htR
ssam

stloV .spmA .spmA
℃

stloV.xaM Aμ.xaM cesμ W/℃
smarG

R3C289ST ● 003 ）℃821=cT（ 01 09 051+ ot 04- ）A5=FI（ 3.1 02 40.0 57.1 cap-T ）S（k 6.1

R4C289ST ● 004 ）℃521=cT（ 01 08 051+ ot 04- ）A5=FI（54.1 02 50.0 57.1 cap-T ）S（k 6.1

R3C289AY 003 ）℃821=cT（ 01 09 051+ ot 04- ）A5=FI（ 3.1 02 40.0 57.1 BA022-OT 2

R4C289AY 004 ）℃521=cT（ 01 08 051+ ot 04- ）A5=FI（54.1 02 50.0 57.1 BA022-OT 2

R3C289GY 003 ）℃211=cT（ 01 09 051+ ot 04- ）A5=FI（ 3.1 02 40.0 3 F022-OT 2

R4C289GY 004 ）℃701=cT（ 01 08 051+ ot 04- ）A5=FI（54.1 02 50.0 3 F022-OT 2

R3C589ST ● 003 ）℃811=cT（ 02 011 051+ ot 04- ）A01=FI（ 3.1 53 40.0 52.1 p-T ）S（kca 6.1

R4C589ST ● 004 ）℃411=cT（ 02 001 051+ ot 04- ）A01=FI（54.1 53 50.0 52.1 p-T ）S（kca 6.1

R3C589AY 003 ）℃811=cT（ 02 011 051+ ot 04- ）A01=FI（ 3.1 53 40.0 52.1 BA022-OT 2

R4C589AY 004 ）℃411=cT（ 02 001 051+ ot 04- ）A01=FI（54.1 53 50.0 52.1 BA022-OT 2

R3C589GY 003 ）℃501=cT（ 02 011 051+ ot 04- ）A01=FI（ 3.1 53 40.0 57.1 F022-OT 2

R4C589GY 004 ）℃001=cT（ 02 001 051+ ot 04- ）A01=FI（54.1 53 50.0 57.1 F022-OT 2

R3C589GP 003 ）℃     =cT（ 02 011 051+ ot 04- ）A01=FI（ 3.1 53 40.0 3 P3-OT F 6

R4C589GP 004 ）℃46 =cT（ 02 001 051+ ot 04- ）A01=FI（54.1 53 50.0 3 FP3-OT 6

���������
���������������
���������������
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�������������������

New products

Conventional

Line up
epyt eciveD DMS gnitar mumixaM gnitar lamrehT scitsiretcarahC egakcaP

V MRR IO 1* I 2*MSF gtsT dna jT V MF I 3*MRR R )c-j(ht

stloV .spmA .spmA ℃ stloV .xaM .xaM µA ℃ W/

R80C268GY 08 901=cT(01 ℃) 521  051+ ot 04- 67.0 51.0 5.3 F022-OT

R80C268AY 08 621=cT(01 ℃) 521  051+ ot 04- 67.0 51.0 0.2 BA022-OT

R80C268ST  DMS 08 621=cT(01 ℃) 521  051+ ot 04- 67.0 51.0 0.2 )S(kcap-T

R80C568GY 08 98=cT(02 ℃) 541  051+ ot 04- 67.0 571.0 5.2 F022-OT

R80C568AY 08 701=cT(02 ℃) 541  051+ ot 04- 67.0 571.0 57.1 BA022-OT

R80C568ST  DMS 08 701=cT(02 ℃) 541  051+ ot 04- 67.0 571.0 57.1 )S(kcap-T

R80C868GY 08 27=cT(03 ℃) 061  051+ ot 04- 67.0 02.0 0.2 F022-OT

R80C868AY 08 501=cT(03 ℃) 061  051+ ot 04- 67.0 02.0 52.1 BA022-OT

R80C868ST  DMS 08 501=cT(03 ℃) 061  051+ ot 04- 67.0 02.0 52.1 )S(kcap-T

R80C968GY 08 68=cT(04 ℃) 091  051+ ot 04- 17.0 02.0 2.1 F022OT

R80C968AY 08 89=cT(04 ℃) 091  051+ ot 04- 17.0 02.0 0.1 BA022OT

snoitidnoC ) (

 1* )noitcennoc evaw lluf patretnec fo tnerruc drawrof egarevA( 2/1=ytud evaw erauqS zH05

 tnemele rep sm01 ,evaw eniS 2* ＊　 tnemele rep oI5.0=FI 3

tnemele rep MRRV=RV 3*

Line up Plan (Tentative)
Device type SMD Maximum rating Thermal rating Package

VRRM IO *1 Tj and Tstg

Volts Amps. ℃

YG862C20R 200 10 -40 to +150 TO-220F

YA862C20R 200 10 -40 to +150 TO-220AB

TS862C20R SMD 200 10 -40 to +150 T-Pack(S)

YG865C20R 200 20 -40 to +150 TO-220F

YA865C20R 200 20 -40 to +150 TO-220AB

TS865C20R SMD 200 20 -40 to +150 T-Pack(S)

PA865C20R 200 20 -40 to +150 TO-3P

YG868C20R 200 30 -40 to +150 TO-220F

YA868C20R 200 30 -40 to +150 TO-220AB

TS868C20R SMD 200 30 -40 to +150 T-Pack(S)

PA868C20R 200 30 -40 to +150 TO-3P

( ) Conditions

*1 50Hz Square wave duty=1/2 

(Average forward current of centertap full wave connection)
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�源解决方案
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���������������������������������������������������������������用于���源的富士推荐器件

�用于液晶��的富士推荐器件
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